Priklady shody/p

Ptiloha 1

odobnosti naroki

Naroky v nasledujicichifpadech jsou povazovany za ,dostatesi odpovidajici*.

Piiklad 1

US naroky CZ naroky | Poznamka

1 1 CZ narok obsahujesfidavny prvek oproti ndroku
udelenému USPTO.

Patentovatelny narok dle USPTO

CZ narok

A system for presenting a container storing at
least one article to a processing tool, comprisin
(a) a load port, including:

a frame having an opening;

a support structure being adapted to receive a
container, and

a drive mechanism for moving said support
structure substantially vertically between a first
height and a second height; and

(b) a conveyor for movably supporting the
container substantially along a container transy
plane;

wherein a container traveling on said conveyer|
moves unobstructed over said support structur
when said support structure is located in said
second height,

wherein the container traveling unobstructed d
not contact said support structure while travelir
over said support structure located at said sec
height,

wherein said support structure, when located &
said second height, is located below said trans
plane.

/V

Systém pro fivadkni kontejneru obsahujiciho
alespa jeden vyrobek k vyrobnimu nastroji,
zahrnujici:
(a) ulozné misto, které zahrnuje:
ram vykazujici otvor;
nosnou konstrukci ufygobenou proifjimani
kontejneru, a
hnaci mechanismus prégmis’ovani uvedené
nosné konstrukce v podstatertikalné mezi prvni
vySkou a druhou vyskou; a
n@kt) dopravnik pro femig’ovani kontejneru
v podstat podél transportni roviny kontejneru;
ve kterém se kontejner pohybujici se
eprostednictvim uvedeného dopravniku tehdy,
kdy se uvedena nosna konstrukce nachazi v
uvedené druhé vySce, beegazek pemis’uje
opkes uvedenou nosnou strukturu,
1ye kterém beziekazek se pohybujici kontejner
pmerichazi, zatimco serpmig’uje pres uvedenou
nosnou konstrukci nachazejici se v uvedené dr
tvysce, do styku s uvedenou nosnou konstrukc
peetkterém se uvedena nosna konstrukte p
umiseni v uvedené druhé vySce nachazi pod
uvedenou transportni rovinou,
s tim, Ze uvedend nosna konstrukce sé, p
umis#ni v uvedené prvni vySce, nachazi
nad uvedenou transportni rovinou*.

*Tyto piidavné prvky NEJSOU zahrnuty v naroku schvaleném® TS, ale jsou zahrnuty v popise UShtasky.




Ptiloha 1

Priklad 2

US naroky CZ naroky Poznamka

1 1 Tentyz

Zzadny 2 CZ néarok 2 zavisi na CZ naroku 1, kterysblgl/alen USPTQ.
Patentovatelny narok dle USPTO CZ narok

1. A nitride-based semiconductor device 1. Polovodéova sodastka zalozena na nitridu

comprising:

a first semiconductor layer, consisting of either|
n-type nitride-based semiconductor layer havin
wurtzite structure or an n-type nitride-based
semiconductor substrate having a wurtzite
structure; and

an n-side electrode formed on a back surface ¢
said first semiconductor layer,

wherein a dislocation density is not more than
1*10° cnf in the vicinity of the interface betwee
said first semiconductor layer and said n-side
electrode, and contact resistance between saig
side electrode and said first semiconductor lay
is not more than 0.08cnf¥.

zahrnuijici:

grvni polovodéovou vrstvu, sestavajici buz
gpalovoditové vrstvy zaloZené na nitridu n-typu
majici strukturu wurtzitu, nebo z polovédivého
substratu zaloZeného na nitridu n-typu majicih
strukturu wurtzitu; a
bfelektrodu n-typu vytvienou na zadni ploSe prvn
polovodiove vrstvy,
piicemZ hustota dislokaci neni vy3si nez £¥10
ncnt v blizkosti rozhrani mezi prvni
polovodiovou vrstvou &ecenou elektrodou n-
| typu, a odpor kontaktu mezi elektrodou n-typu
eprvni polovodéovou vrstvou neni vyssi nez
0,05Qcn.
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2. (Zadny) 2. Polovodéova sowastka zaloZzena na nitridu
podle naroku 1, kdéecena prvni polovodiova
vrstva zahrnuje pimés n-typu.* |

Poznamka: *Tato dodaténacast / druhy narok / NENI zahrnuta

v naroku diéném USPTO, ale je zahrnuta v popisu Wilasky.




